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1. はじめに 

デバイスの高密度化・高集積化に伴い，実装技術においては低誘電率・低抵抗配線に関する研

究開発が進み，近年では，MEMS 技術を適用した 3D 実装配線技術に関しても積極的に研究が行

われている[1-2]．本研究では，マイクロスプリングアレイを LSI 配線技術として適用するために，

スプリングプローブの作製に関してプローブの弾性を制御する方法について実験・検討した結果

について報告する． 

2. 実験方法と実験結果 

デバイスの作製工程 Fig.1 に示す．本研究で

は，プローブ作製のベース基板として Si を用い

た．はじめに，Fig.1 (a)に示すように Si 上に犠牲

層(酸化膜)を形成する．次に，Fig.1 (b)に示すよ

うに，プローブとなる Mo-Cr 合金の蒸着をワイ

ヤパターン状に行う．その際，プローブワイヤ

の厚み方向にスパッタガス圧を変化させ，成膜

内部に弾性分布を持たせるようにした．その後，

犠牲層のエッチングを行うと，Fig.1 (c), (d)に示

すようにプローブ膜内の応力差により先端

を反らすことができる． 

Fig.2 に作製したプローブアレイの SEM

写真を示す．Fig.2(a)の成膜条件下では，プ

ローブワイヤの反り不均一である．一方，

Fig.2 (b) と(c)では，ワイヤの反りは均一で

あるが反り方の大きさに違いがあることが

わかる． 

3. 考察およびまとめ 

スパッタによる成膜においては，スパッタガス圧の条件によって成膜時の粒子構造が変化する．

そのため，成膜時にスパッタガス圧を故意に変化させた場合，膜内の応力分布を変化させること

が可能となる．Fig. 2 の実験結果が示すように，スパッタガス圧の変化条件（ガス圧，膜厚(成膜

時間)，ガス圧の変化回数）によって，金属内部の弾性応力を傾斜的に変化させることができ，そ

の結果としてプローブの反りに変化をつけることができる．これは成膜時のガス圧条件を制御す

ることで LSI の配線に適したスプリングアレイの作製が可能となることを示唆するものである．

また，任意に弾性を変化させることができれば，このスプリングアレイは SPM のプローブとして

も応用可能である． 
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Figure 1 Fabrication process procedures of micro-spring arrays. 
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Figure 2 Fabricated micro-spring arrays depending on process conditions: (a) 5 
times sputter gas changing (with 130-140 nm thickness), (b) 5 times 
sputter gas changing (with 630 nm thickness), and (c) 4 times sputter gas 
changing (with 740nm thickness). 
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